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6.2 verwendete Chemikalien, Materialien und technische Geräte 

6.2.1 Materialien:  

• Silber Epoxyd-2-Komponentenkleber von Panacol (Elecolit 3025) 

• Indium Gallium Eutektikum am Hahn-Meitner-Institut hergestellt 

• Platinpaste von SPI supplies; 569 East Gay Street, West Chester, PA 19380, 

USA; http://www.2spi.com/ 

• Epoxydkleber: Araldit Rapid, Zweikomponenten-Alleskleber auf Epoxidharzbasis. 

• Scrintec 901: besitzt bei der Verarbeitung eine fließfähige Konsistenz und vernetzt 

zu einem hochdispersiven roten Siliconkautschuk.  

 

6.2.2 Chemikalien:  

 

• Acetonitril von Petrochem (HPLC grade, 99,9%). 

• p-Benzochinone (M=108 g/Mol) von Merck (p.a.). 

• p-Hydroydrochinone (M= 110 g/Mol) von Janssen Chemika (p.a.). 

• L-Cystein (M=121 g/Mol) von Fluka (Mikro select >99,5). 

 

Abb. 90 L-Cystein 

• Natriumdodecylsulfat (M=288 g/Mol) von Fluka (p.a.) 
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Abb. 91 Natriumdodecylsulfat 

• EDTA, (M=336 g/Mol)Ethylendiamintetraacetetdinatriumsalz von Aldrich 

• Eisen(III)chlorid (M=162 g/Mol) von Merck (98 %) 

• Eisen(II)chlorid Tetrahydrat (M=198 g/Mol) von Fluka (98 %) 

• Ferrocen (M=186 g/Mol) von Fluka (purum 98 %) 

• Hexacyanoferrat (rotes und gelbes Blutlaugensalz)  

• K3[Fe(CN)6] (Kaliumferricyanid) (M=329 g/Mol) von Merck (p.a.) 

• K4[Fe(CN)6] (Kaliumferrocyanid) (M=422 g/Mol) Trihydrat von Merck (p.a.). 

• Iod (M=254 g/Mol) von Ferak (doppelt sublimiert). 

• Kaliumiodid (M=166 g/Mol) von Merck (p.a.). 

• Kaliumsulfat (M=174 g/Mol) von Merck (p.a.). 

• Methionin (M=149 g/Mol) von Fluka (Mikro select >99,5 %). 

 

Abb. 92 Methionin 

• Molybdän(VI)oxid (M=144 g/Mol) von Aldrich (99,5 %) 

• NAT (Tris(carboxymethyl)amine) (M=191 g/Mol)von Aldrich (99 %). 
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Abb. 93 NTA 

• Natron- und Kalilauge beide von Merck. 

• 1-Octanthiol (Dichte20: 0,84 g/cm3,M= 146 g/Mol) von Aldrich (98 %). 

• Perchlorsäure (Dichte15: 1,53 g/cm3) von Merck. 

• Schwefelsäure (Dichte20: 1 g/cm3) von Merck. 

• TBAP (Tetra-n-butylammoniumperchlorate) (M=341 g/Mol) von Merck (p.a.) 

• Natriumthiocyanat (M=81 g/Mol) von Aldrich (98 %) 

• Tween 20 (Poly-n-oxyethylenesorbitan-monolaureate, n ca. 20) (Dichte25: 1.1 

g/cm3, M=1222 g/Mol) von Aldrich (). 

 

Abb. 94 Tween 20 

• Tween 80 (Poly-n-oxyethylenesorbitan-monooleate, n ca. 20) (Dichte25: 1.1 

g/cm3) von Fluka. 

 

Abb. 95 Tween 80 

• Tween 85 (Poly-n-oxyethylenesorbitan-trioleate, n ca. 20) (Dichte25: 1.1 g/cm3) 

von Aldrich. 
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Abb. 96 Tween 85 

 

6.2.3 technische Geräte: 

Verwendete LEDs und Lampen: 

• Laser Diode Controler von Profile, Model LDC 200m 

mit: 

- 626 nm LED von Conrad: superhelle LED: Nr. 186597-14 mit 6500 mcd 

- 875 nm LED von Conrad: Nr. 185809-14  

• Schott KL 1500 mit halogen reflector lamp HLX 64634 EFR 15 V, 150 W, 3200 K 

von Osram. 

• Xenonlape, 450 Watt, XBO/W von Osram. 

Potentiostat:  

• Modell :POS 73 von Bank 

Lock In:   

• Modell DSP830 von Stanford Research System 

• Modell 5205 von EG&G 

Mikrowellenquelle:  

• Millimeter Oszillator Company, Model 28MT100-35 S/N 105 

verwendeter Bereich: 36000 Hz (160 mW) 
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6.2.4 Kristallchargen:  

• c12 Ampulle Ø 20, 2, 190mm Transportmittel I2 (7.3mg/cm3), 2 g MoS2 + 25 

mg MoO3 

• r5: Ampulle Ø 30, 2, 110mm, Transportmittel Br2, 2 g MoS2 + MoO3 (25mg) 

Temperaturgradient 930/890°C 

• r9: Ampulle Ø 30, 2, 75mm, 2 g MoS2 +MoO3 (25mg) Transportmittel Br2; 

Temperaturgradient 930/890°C 

• r12: Ampulle Ø 30, 2, 75mm, 2 g MoS2 + MoO3 (25.7mg) Transportmittel 

Br2;,Temperaturgradient 900/850°C 

• r14: Ampulle Ø 30, 2, 75mm, 2 g MoS2 + MoO3 (28mg) Transportmittel Br2; 

Temperaturgradient 900/850°C 

• r15: Ampulle Ø 30, 2, 75mm, 2 g MoS2 + MoO2 (26mg) Transportmittel Br2; 

Temperaturgradient 900/850°C 
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6.5 Symbole und Konstanten 

ρ  Spezifischer Widerstand [Ωcm] 

µ elektrochemisches Potential 

α Absorptionskoeffizient [cm-1] 

τ Lebensdauer 

σ Leitfähigkeit [Siemens/cm] 

υ Geschwindigkeit 

µn/ µp 
Beweglichkeit von Elektronen oder 

Löchern 

c Lichtgeschwindigkeit  

cox/ cred 
Konzentration von Akzeptor und 

Donator 

D Diffusionskonstante 

EC und EV Energie von Leitungs- und Valenzband 

I Strom [A] 

k Boltzmannkonstante 

kct Ladungstransferkonstante 

L Diffusionslänge der Löcher 

Ld Debye-Länge 

MWR Mikrowellenreflexion 

NA Zustandsdichte an Akzeptoren 

NC Zustandsdichte im Leitungsband 

ND Zustandsdichte an Donatoren 

NV Zustandsdichte im Valenzband 



Anhang
 

 158

p und n Löcher und Elektronen 

QE Externe Quantenausbeute 

R 
Widerstand oder allgemeine 

Gaskonstante 

sbr und ssr 
Volumen- und 

Oberflächenrekombination 

T Zeit [s] 

U Spannung 

V Spannung 

W Raumladungszonenbreite 

R:   Allgemeine Gaskonstante   8, 314 J mol-1 K-1  

N   Avogadrosche Konstante   6, 022 x 1023 mol-1  

k:   Boltzmannsche Konstante  1, 381 x 10-23 J K-1  

q:   Elementare elektrische Ladung  1, 602 x 10-19 C 

F:   Faradaysche Konstante   9, 649 x 104 C mol-2 

c:   Lichtgeschwindigkeit    2, 998 x 108 m s-1 

h:   Plancksches Wirkungsquantum  6, 626 x 10-34 J s 

 



Anhang
 

 159

6.6 Danksagung 

An erster Stelle gilt mein Dank Prof. Tributsch, der mir immer mit fachlichem Rat und 

Anregungen zur Seite stand. Er hat mir zu jeder Gelegenheit Mut und Unterstützung 

zukommen lassen. Auch das weit gefächerte Interesse für alles, was um uns herum 

in der Welt und Natur passiert, wirkt immer wieder ermutigend. 

Dr. Donner danke ich sehr herzlich für die sofortige Übernahme dieser Arbeit als 

Zweitgutachterin und die folgenden netten Gespräche. 

Die beiden Herrn, Dr. Marinus Kunst und Dr. Frank Wünsch, haben mir – jeder auf 

seine Art - so vielfältig geholfen, dass ich gar nicht wüsste wie ich diese Arbeit ohne 

sie hätte durchführen können. Frank danke ich schon allein dafür, dass er mich 

„genommen“ hat und mir kompromisslos, zu jeder Zeit und überhaupt immer wenn er 

konnte (oder auch nicht) Unterstützung, Rat, Tat und Hilfe zukommen ließ. Marinus 

danke ich herzlichst für das vielen Diskussionen, das nette Begrüßen am Morgen, 

das Kakaotrinken bei Wissenschaft und Weltgeschehen, sowie die aufbauenden 

Anrufe zu Hause. 

Dr. Peter Bogdanoff danke ich für die vielen, vielen beantworteten Fragen und den 

ebenso vielen Spaß zusammen. 

Dr. Fiechter und Dr. Tomm danke ich ebenfalls für die Unterstützung und, natürlich 

noch viel wichtiger, für die Kristalle, ohne die das hier gar nicht möglich gewesen 

wäre. 

Iris Dorbant danke ich für die unauffällige und kompromisslose Hilfe und 

Unterstützung. 

Herzlichen Dank auch Mirjam und Karin, die mir ebenfalls immer prompt und 

freundlich Unterstützung zukommen ließen. 

Thomas danke ich für die Hilfe und das Verständnis, das anscheinend jeder in so 

einer Phase braucht. 

Meinen Freunden und Mitbewohnern sowie meinen Eltern danke ich für Anteilnahme 

und tatkräftige Unterstützung. 

Stefan Seeger danke ich hier noch namentlich, allen anderen müssen mir glauben, 

dass ich ihnen (auch ohne explizite Nennung) zutiefst dankbar bin. 



Anhang
 

 160

6.7 Lebenslauf 

Name:     Thomas E. R. Moehl 

Geburtstag:    08.12.1972 

Geburtsort:    Dortmund 

 

Schulausbildung 

1979 - 1985 Besuch der Rothenburg Grundschule in Berlin 

Steglitz 

1985 - 1992 Besuch des Gymnasiums Königin Luise Stiftung in 

Berlin Dahlem 

1988 - 1989  Einjähriger Aufenthalt in den USA in einer Gastfamilie 

und Besuch der J. P. McCasky High School in 

Lancester, Pennsylvenia 

Sommer 1992    allgemeine Hochschulreife 

 

Hochschulausbildung 

1993 - 1997 Grundstudium der Chemie an der Freien Universität 

Berlin 

1997 - 2000 Hauptstudium der Chemie an der Freien Universität 

Berlin 

März 2000 – August 2000  Diplomarbeit in der Arbeitsgruppe von Prof. Tributsch 

am Hahn Meitner Institut Berlin mit dem Thema: 

"Vergleichende Untersuchungen von Sensibilisatoren 

in nanostrukturierten Injektionssolarzellen." 

2000      studentische Hilfskraft am Hahn Meitner Institut 

seit Februar 2002   Promotion am Hahn Meitner Institut 

 
 


